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【はじめに】 

反応性スパッタリングで成膜された酸化薄膜(SiOx、TiOx、NbOx)は光学フィルター1) や建材用ガラス 2) に

広く用いられている。近年、バリア性が高いこと 3) や誘電率が高いこと 4) で、AlOx が注目されている。今回、

我々の研究グループでは、金属 Al ターゲットと AC 電源を用いた反応性スパッタリングにおいて、アルゴンと酸

素ガスとともに成膜中に X ガスを添加することで、応力や結晶性を制御できることを見出した。 

【実験方法】 
 ターゲット表面が酸化物モード 5) で安定した状態のもと、Ar ガスと O2 ガスの比率は一定で、X ガスの分圧を

変化させて実験を行い、膜厚、応力、結晶性等の諸特性を評価した。 

【実験結果】 
 スパッタ電力、成膜圧力及び Ar ガスと O2 ガスの比率は一定で、X ガスの分圧を変化させた場合の AlOX 薄

膜の膜応力の変化を図 1、TEM での薄膜の観察結果を図 2 に示す。X ガスを添加しない場合では、AlOx 薄

膜の膜応力は約－1000MPa の圧縮応力を示すが、X ガスの分圧が増加すると圧縮応力が小さくなる傾向を示

した。TEM の結果では，X ガスを添加した場合、X ガスを添加しない場合と比較して非晶質層が厚く結晶化を

抑制する効果がある。以上の結果から X ガス添加は、AlOx 膜の応力、結晶性を制御するために有効なパラ

メータであることが分かった。 
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図 1  AlOX 膜応力の X ガス分圧依存性 図 2  AlOX 薄膜の観察結果 
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